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In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei dereh 
Nummerierung gilt diese auch fur das weitere Verfahren): 

I) JP 2001-284556 A 
.2) JP 2001-077333 A 

3) US 6 555 427 B1 (nachvecpffentlichtes Patentfamilienmitglied) 

4) US 2002/01 17706 A1 

5) US 2002/0190312 A1 

6) US 2002/01 82806 A1 

7) US 2002/0132425 A1 

8) US 2002/0096704 A1 

9) US 2002/0072197 A1 

10) DE 100 45 019 A1 

II) US 2002/001 911 3 A1 

12) US 2002/0008278 A1 

13) JP 2001-332638 A 

14) JP 2000-315738 A 

15) J P 10-242264 A 

I 

Der PrOfung liegen die ursprunglichen Unterlagen mit den Anspruchen 1 bis 9 
zugrunde. 

Aus der Druckschrift 1) ist eine Halbleitervorrichtung bekannt mit: 

einem Haibleitersubstrat (41) mit einer Hauptoberflache, in dem erste und zweite 
Graben (2) in der Hauptoberflache bei einem Abstand voneinander gebildet sind; 



ersten und zweiten isolierenden Trennfilmen (43), die die ersten und zweiten Graben 
(42) fullen; 
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einen Silicium-einschlieGenden, auf der Hauptoberflache 1 a gebildeten . 
Gateisolierfilm (44), der zwischen dem ersten isolierenden Trennfilm (43) und dem 
zweiten isolierenden Trennfilm (43) lokalisiert ist; und 

einem auf dem Gateisolierfilm (44) gebildeten Siliciumfilm (45) mit einer Dicke, die 0 
ubersteigt und circa 1 00 nm betragt in einem Zwischenabschnitt zwischen dem 
ersten isolierenden Trennfilm (43) und dem zweiten isolierenden Trennfilm (43), und 
der auf dem Endabschnitt dunner ist als diese Dicke. 

Vergleiche insb. deren Figuren 4 (b) in Verbindung mit dem nachveroffentlichten 
Patentfamilienmitglied 3) und der dazugehorigen Beschreibung. 

Aus der Druckschrift 4) ist eine Halbleitervorrichtung bekannt mit: 

einem Halbleitersubstrat (1) mit einer Hauptoberflache, in dem erste und zweite 
Graben (3) in der Hauptoberflache bei einem Abstand voneinander gebildet sind; 

ersten und zweiten isolierenden Trennfilmen (21), die die ersten und zweiten Graben 

(3) fQllen; 

einen Silicium-einschlieGenden, auf der Hauptoberflache gebildeten Gateisolierfilm 

(4) , der zwischen dem ersten isolierenden Trennfilm (21.) und dem zweiten 
isolierenden Trennfilm (21) lokalisiert ist, mit einem Endabschnitt in einer 
Vogelschnabelform, der jeweils mit dem ersten isolierenden Trennfilm (21) und dem 
zweiten isolierenden Trennfilm (21)'in Kontakt kommt; und 

einem auf dem Gateisolierfilm (4) gebildeten Siliciumfilm (6) mit einer Dicke, die 0 
ubersteigt in einem Zwischenabschnitt zwischen dem ersten isolierenden Trennfilm 
(21) und dem zweiten isolierenden Trennfilm (21), und der auf dem Endabschnitt 
dunner ist als diese Dicke. 

Vergleiche insb. deren Figur 16 in Verbindung mit der dazugehorigen Beschreibung. 
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Die Halbleitervorrichtung gemaB dem Anspruch 1 ergibt sich fur den einschlagigen 
Fachmann in naheliegender Weise aus einer vorleilhaften Kombination der technis- 
chen Lehren der Druckschriften 1) und 4). 

Die Halbleitervorrichtung gemaB dem Anspruch 1 beruht somit nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkert. 

Der Anspruch 1 ist daher nicht gewahrbar. 

Aus der Druckschrift 2) ist eine Halbleitervorrichtung bekannt mit: 

einem Halbleitersubstrat (1 ) mit einer Hauptoberflache, in dem erste und zweite 
Graben in der Hauptoberflache bei einem Abstand voneinander gebildet sind; 

ersten und zweiten isolierenden Trennfilmen (2), die die ersten und zweiten Graben 
fullen; . 

einen Silicium-einschlieSenden, auf der Hauptoberflache gebildeten Gateisolierfilm 
(4), der zwischen dem ersten isolierenden Trennfilm (2) und dem zweiten 
isolierenden Trennfiim (2) lokalisiert ist, mit einem Endabschnitt in einer 
Vogelschnabelform, der jeweils mit dem ersten isolierenden Trennfilm (2) und dem 
zweiten isolierenden Trennfilm (2) in Kontakt kommt; und 

einem auf dem Gateisolierfilm (4) gebildeten Siliciumfilm (6) mit einer Dicke, die 0 
ubersteigt in einem Zwischenabschnitt zwischen dem ersten isolierenden Trennfilm 
(2) und dem zweiten isolierenden Trennfilm (2), und der auf dem Endabschnitt 
dunner ist als diese Dicke. 

Vergleiche insb. deren Figuren 1 3 (a) bis 1 3 (c) in Verbindung mit dem 
nachveroffentlichten Patentfamilienmitglied 3) und der dazugehorigen Beschreibung. 

Auch die Merkmale der abhangigen Anspruche 2 bis 9 ergeben sich fur den 
einschlagigen Fachmann in nahe liegender Weise. 



FROM FUKAMI PATENT OFFICE 81-6-6361-1731 2005$ 1fl27B (*) 1 8 : 1 7/fll 8 : 1 5/£S§f621 31 59786 P 

Erganzend zum allgemeinen Stand der Technik sei noch auf die Druckschriften 5) bis 
I2)hingewiesen, aus denen zwischen Trehnfilmen angeordnete Siliziumfilme zu 
entnehmen ist, v'gl. insb. die Figur 7 der Druckschrift 5), die Figur 3 der Druckschrift 
6), die Figur 1 1 A der Druckschrift 7), die Figur 1 der Druckschrift 8), die Figuren 4 A 
bis 4 E der Druckschrift 9), die Figuren 2 A bis 2 H der Druckschrift 1 0), die Figur 1 4 
der Druckschrift 1 1) und die Figur 3 A bis 3 H der Druckschrift 12) mit den jeweiligen 
dazugeh6rigen Beschreibungen. 

Des Weiteren sei noch auf die borate von der Anmelderin genannten Druckschriften 
13 bis 15) hingewiesen. 

Falls die Anmelderin die Ansicht vertritt, dass die Anmeldung Merkmale enthalt, die 
die Patentfahigkeit der Anmeldung begrunden konnten, so wird es der Anmelderin 
anheimgestellt, eine gegenuber dem ermittelten Stand der Technik eingeschrankte 
Anspruchsfassung einzureichen. 

Bei Aufrechterhaltung des Patentbegehrens in der vorliegenden Fassung muss mit 
der Zuriickweisung der Anmeldung gerechnet werden. . 

Prufungsstelle fur Klasse HOI L 

HR:3433 j. 

Dr. rer. nat. Hiergeist 

Anlagen: 15 Entgegenhaltungen 
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103 41 755.9-33 

Renesas Technology Corp. 

Translation of the Office Action 



Re: Request for substantive examination/ Date of Payment 

of examination fee: September 10, 2 0 03 

The examination of the above -identified patent application has 
led to the results as elucidated below. 

For a response, a term of 6 months has been set, starting from 
the date of service. 

Two separate copies must be submitted of any documents enclosed to the res- 
ponse statement (e.g. patent claims, specification, parts of the specifica- 
tion, drawings) . Only one copy is required of the response statement 
itself. 

If the patent claims, the specification or the drawings are modified in the 
course of the proceedings, the applicants are - if the modifications are 
not suggested by the German Patent and Trademark office - requested to 
indicate in detail the passage (s) of the original documents disclosing the 
inventive features described in such new documents. 

In this office action, the following references are cited for the first 
time (the consecutive numbering of which will be maintained throughout the 
further proceedings) : 

1) JP 2001-284556. A 

2) JP 2001-077333 .A 

3) US 6 555 427 Bl (post -published patent family member) 

4) US 2002/0117706 .Al 

5) US 2002/0190312 Al 

6) US 2002/0182806 Al 

7) US 2002/013242-5 Al 

8) US 2002/0096704 Al 

9) US 2002/0072197 Al 

10) DE 100 45 019 Al 

11) US 2002/0019113 Al 
\2) US 2002/0008278 Al 

13) JP 2001-332638 A 

14) JP 2000-315738 A 

15) JP 10-242264 A 
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I. 

Examination is based on the original documents with claims 1 
to 9. 

From reference 1) , a semiconductor device is known, 
comprising : 

a semiconductor substrate (41) , having a main surface, in 
which first and second trenches (2) are formed in the main 
surface at a distance away from each other; 

first and second isolation insulating films (43) , which fill 
said first and second trenches (42) ; 

a gate insulating film (44) , formed on said main surface la 
located between the first isolation insulating film (43) and 
the second isolation insulating film (43) , including silicon; 
and 

a silicon film (45) formed on the gate insulting film (44) , 
having a thickness exceeding 0 and being about 100 nm in an 
intermediate portion between the first isolation insulating 
film (43) and the second isolation insulating film (43)/ and 
being thinner than that thickness on the end portion. 

See particularly Figures 4 (b) in connection with the post- 
published family member, ref * 3) and the description related 
thereto . 

From reference 4) , a semiconductor device is known, 
comprising : 

a semiconductor substrate (1) , having a main surface, in which 
first and second trenches (3) are formed In the main surface 
at a distance away from each other; 

first and second isolation insulating films (21) , which fill 
the first and second trenches (3); 



FO 21 OA- 1 825 1 .4/AO/bs/ 1 6. 1 2.04 
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a gate insulating film including silicon, formed on the main 
surface located between the first isolation insulating film 
(21) and the second isolation insulating film (21) , having an 
end portion in a birds beak form which brings into contact 
with the first isolation insulating film (21) and the second 
isolation insulating film (21) , respectively; and 
a silicon film (6) formed on the gate isolating film (4), 
having a thickness exceeding 0, in an intermediate portion 
between the first isolation insulating film (21) and the 
second isolation insulating film (21) , and being thinner than 
that thickness on the end portion. 

See particularly Figure 16 in connection with the 
corresponding description. 

For the man skilled in the art, the semiconductor device 
according to claim 1 results in an obvious manner from an 
advantageous combination of the technical teachings of 
references 1) and 4) , 

The semiconductor device according to claim 1 thus is not 
based on an inventive step. 

Claim l is thus not admissible. 

From reference 2) , a semiconductor device is known, 
comprising: 

a semiconductor substrate (1) having a main surface, in which 
first and second trenches are formed in the main surface at a 
distance away from each other;' 

first and second isolation insulating films (2) , which fill 
the first and second trenches; 

a gate insulating film (4) including silicon, formed on the 
main surface located between the first isolation insulating 
film (2) and the second isolation insulating film (2), having 

FO 2 1 04- 1 825 1 ,4/AO/bs/1 6. 1 2.04 
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an end portion in a birds beak form which brings into contact 
with the first isolation insulating film (2) and the second 
isolation insulating film (2) , respectively; and 
a silicon film (6) formed on the gate insulating film (4) , 
having a thickness exceeding 0 in an intermediate portion 
between the first isolation insulating film (2) and the second 
isolation insulating film (2) , and being thinner than that 
thickness on the end portion. 

See particularly Figures 13(a) to 13(c) in connection with the 
post-published patent family member, ref . 3) and the 
corresponding description. 

Also the features of dependent claims 2 to 9 are rendered 
obvious for the man skilled in the art. 

In addition to the general state of the art, it is further 
referred to references 5) to 12) , from which silicon films 
arranged between isolation insulating films are derivable, see 
particularly Figure 7 of reference 5) , Figure 3 of reference 
6) , Figure 11A of reference 7) , Figure 1 of reference 8) , 
Figures 4A to 4E of reference 9) , Figures 2 A to 2H of 
reference 10) , Figure 14 of reference 11) , and Figure 3A to 3H 
of reference 12) with the corresponding descriptions, 
respectively. 

Moreover, it is referred to references 13) to 15) already 
mentioned by the applicant. 

II . 

If the applicant is of the opinion that the application 
contains features, which may substantiate the patentability of 
the application, the applicant is invited to file a claim 
version being limited against the searched prior art. 

F0 2 1 04- 1 825 1 .4/AO/bs/ 1 6. 1 2.04 
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If the patent claims shall be maintained in the present 
version, a rejection of the application has to be expected. 



Term for reply: June 8, 2 00 5 
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